財團法人國家實驗研究院晶片系統設計中心

前瞻性晶片製作申請須知與說明(94年度)

更新時間：94年2月22日

歡迎使用「國家晶片系統設計中心」94年度前瞻性晶片製作申請須知與說明。晶片製作相關訊息，公佈於 http://www.cic.org.tw/cic_v13/main.jsp 「最新消息」及 Enews 等處，請密切注意。  

一、申請資格

    國內學術界各大專院校

二、申請方法

1.申請者申請晶片製作之前，教授/學生務必完成加入會員與製程資料申請及授權。 加入會員網址如下：

http://www.cic.org.tw/cic_v13/login/login.jsp 。製程資料申請及授權請見製程資料申請須知與說明。
    2.晶片製作申請事前注意事項說明(網址http://www2.cic.org.tw/chip_fabrication/file/handout.ppt)，內容含晶片申請、

儀器設備使用申請、常見不受理的原因、檔案上傳、審查會後資料修改、製程公告等相關規定及其注意事項。


 有助於申請者順利申請晶片下線，請務必詳加利用！
3.申請者必須於申請截止前完成下列 1) 至 3)項，繳交資料不全者不予受理。若於申請截止當日繳送資料
如技術資料/申請書電子檔/親送申請資料均須上班時間P.M.17:00前完成，逾期不予受理。
1)請 ftp 技術資料。  
包括佈局檔、佈局驗證結果檔(DRC、LVS或Apollo驗證結果檔)與 Tapeout Review Form。佈局檔案上傳完後

請上傳” OK ”檔，以檢查上傳佈局檔是否無誤，並至晶片上傳檢查系統網頁: 
“ http://www2.cic.org.tw/%7Eshuttle/chipworks/ ”以確認申請是否成功(若網頁上無其上傳資訊者,視同無申請)。
註：使用Cell-Based Flow者，另附Fault Coverage log 檔。
2)請 ftp 申請書電子檔。  

包括(1)前瞻性晶片製作申請表(94年度)  
(2)設計內容：[1]相關研究發展現況 [2]研究動機 [3]架構簡介 [4]設計流程 [5]模擬結果 [6]預計規
格列表 [7]測試考量 [8]參考文獻。
(3)佈局驗證結果錯誤說明(無誤者仍需註明:驗證無誤) 
(4)佈局平面圖  
(5)打線圖  (選擇不包裝的申請者，免送。)
(6)智慧財產權切結書(94年度)  
        註：以上(1)至(6)項合成一個電子檔。
3)限時掛號郵寄(以郵戳為憑)或親送申請資料。
包括(1)前瞻性晶片製作申請表(94年度) 

(2)智慧財產權切結書(94年度)  

        註：以上(1)、(2) 需要蓋系所章與指導教授簽名。

收件地址：新竹市科學園區展業一路26號7F 晶片中心/張惠禎小姐收，請於信封正面加註「前瞻性晶片/
梯次代號」(例：「前瞻性晶片/D35-94A」)字樣。

三、注意事項

1.前瞻性晶片製作以申請專利及發表論文為原則。
2.有關前瞻性晶片製作之作業流程詳細請見前瞻性晶片製作申請及審查流程(94年度)。

3.若您有申請或技術方面的問題，請隨時聯絡相關業務承辦人。

4.使用Cell-Based Flow的申請者，必須加上可測試性設計(DFT)，同時上傳 Fault Coverage log 檔。

5.申請表中需填寫相關國科會研究計劃名稱及編號。若無相關計劃者請寫”無”，但晶片下線安排優先順序較低
(於同評審結果等級之申請案比較)。
6.為免審查作業不及，申請截止日後，不再接受申請資料更新或補送，申請者所繳交資料不全者將不予受理。
申請者請務必於送出申請案前仔細檢查所需之申請資料。未受理之申請案將不退回。
7.使用CIC所提供的製程製作晶片(免費製作)之申請者，對於本中心舉辦之成果會議將有出席與報告之義務。

8.使用CIC所提供製程製作晶片而發表之論文，論文中應提及CIC。中心將於網頁新增Acknowledgement 、點選
製程及上傳論文電子檔的功能，屆時希望教授能至CIC網頁進行更新論文資料。
Acknowledgement的內容可參考範例：

範例1: This research was supported in part by a grant of making chips from National Chip Implementation Center(CIC).

範例2: The authors would like to thank National Chip Implementation Center(CIC) for chip fabrication.
範例3: The authors would like to thank National Chip Implementation Center(CIC) for technical support.
範例4: The authors would like to acknowledge fabrication support provided by National Chip Implementation Center(CIC).
9. CMOS MEMS晶片製作申請辦法同TSMC 0.35um 2P4M製程之前瞻性及測試元件晶片。不提供教育性晶片。

因CMOS MEMS晶片的晶圓須進行後製程處理，約需時四週，比預計收到晶片時間須多加2週。
10.經CIC安排製作之晶片可得 8 顆包裝及 10 顆未包裝的晶片(因製作晶圓有限，無法提供過多之數量，若有額外之需求量，須另以書面述明理由於繳交申請書時一併提出申請，CIC方斟酌予以核可數量)。

11.申請者應於收到包裝好的晶片後二個月內完成晶片測試，並繳交該晶片測試成果報告及中英文摘要之電子檔，請e-mail至testadm@cic.org.tw。CIC擁有此報告與摘要之使用權。晶片設計者缺交任何一篇，及教授累計前瞻性/教育性/測試元件三篇則不得再次申請，可至CIC網頁查詢逾期缺交之指導教授或學生名單。
四、審查分類：前瞻性晶片製作案審查方式分為下列三種：

    1.書面審查：符合以下1)或2)或3)項者可選擇書面審查方式，

1) 使用TSMC 0.18um或0.35 SiGe或UMC 0.18um製程晶片面積 < 1.4 x 1.4 (mm2)之申請案。
2) 使用GCT HBT或WIN PHEMT製程晶片面積 < 2.25 (mm2)之申請案。

3) 使用TSMC 0.35um 2P4M製程晶片面積 < 2.5*2.5 (mm2) 之申請案。

4) CIC將以E-mail寄送申請者繳交之「申請書電子檔」予審查委員審查(因只作一次單向審查，無往返討論與諮詢機會，故所繳交設計資料務必周詳)。

    2.免審查
指導教授當年若有論文為ISSCC所刊出，其論文中晶片係經由CIC製作且文中亦提及，當年所有製程每梯次可申請免審晶片2顆且製作之優先權等同評定A極力推薦，(單顆晶片，0.35um 2P4M製程：面積 <= 2.5x2.5 mm2，0.18/0.35(SiGe)um製程：面積<= 1.5x1.5 mm2，GCTC/WIN製程：面積 <= 1x1 mm2 )。
3. Total Credit = Chip Credit + Service Credit

1) 2005 Chip Credit = (2002~2004 Paper數)/(2001~2003 Chip數)*(1 + 2004 work chip % * 1)﹔Paper包含：Journal-Paper(國內外)、Conference-Paper(國內外)、Patent(國內外)、技術移轉(國內外)。本年度仍以促進論文發表為主，並不區分其領域與種類之差別，未來將逐步加入不同類別論文的比重以導向高水準之研究與高品質論文發表。
2) 學校教授如擔任晶片製作審查委員，負責書面審及出席審查會則另計Service Credit。 

Service Credit = 0.06 x半年內審查會出席次數+ 0.02 x半年內書面審次數 
註：半年乃是指以每梯次下線審查會日期為計算基準，往前推算半年之相關梯次來統計之。
3) 新教授晶片製作尚未滿5顆者(即無法計算最近5顆晶片Work比率者)，新教授或前年未曾下線者，因其93年度之Chip Credit無法計算，故以92年度平均值計。
4.參加複審會：符合以下1)或2)項者需參加複審會，

1) 使用CIC所提供之cell-library者(I/O pad除外)，晶片申請案不論面積大小均需要參加複審會(符合免審查第2)項者除外)。

2) 不符合書面審及免審查申請條件，或自願參加複審會者。

五、等級評定：

   1.晶片製作之優先權排序如下(同等級時依Total Credit高者優先排序):

1)複審會評定為A(極力推薦)之前瞻性晶片案

2)複審會評定為B(推薦)之前瞻性晶片案

3)複審會評定為C(勉予推薦)，與「前瞻免審晶片」

4)教育性晶片，與「測試元件(RF Testkey)」

    2.教育性晶片製作雖下線優先權最低，但為達教育目的，仍會保留至少總面積1/10予以使用。
    3.測試元件晶片如經委員判定該梯次有符合下線資格的晶片則每梯次至少下線一顆。
4.安排晶片下線即依上述排序標準安排製作(等級評定為A, B, C之晶片，CIC具彈性下線調整權)，至該梯次面

積用完為止，CIC在送交製作前將公佈下線資料，未能安排製作之晶片，無論評定等級為何，不予保留至下梯

次製作。

六、訊息公告:

CIC將於申請截止日當週四用E-mail並於網站公告不受理，及受理免審與書面審之申請案。需參加複審會審查之申請案，CIC將於複審會議當週四上網公告周知。審查會結果要求修改之部份(不論評定為何等級)，須於審查會後隔週週五早上8:00前(實際時程請參考CIC 網站「最新消息」中「審查結果報告」)完成以便安排晶片製作，逾期者將不予製作。

七、計費標準
   為了讓申請者了解晶片製作花費進而珍惜資源，請依照「晶片製作」及「晶片包裝」之計費標準填寫前瞻
性晶片製作申請表(94年度)之預估經費。
    1.晶片製作：

	製  程  名  稱
	單價(NTD/mm2)

	1. WIN 0.15um PHEMT
	79,000

	2. TSMC 0.13um Mixed Signal (1P8M) CMOS
	167,000

	3. TSMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS_MPW
	73,000

	4. TSMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS_Full Wafer
	61,000

	5. UMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS
	70,000

	6. TSMC 0.35um Mixed Signal (2P4M)
	16,000

	7. TSMC 0.35um 3P3M SiGe BiCMOS
	38,000

	8. GCTC HBT
	14,000

	9. CMOS MEMS
	16,000


註：TSMC 0.18_MPW 製程單價適用於T18-94A/C梯次，TSMC 0.18_Full Wafer製程單價適用於T18-94B(F)梯次。
    2.晶片包裝：

	包裝種類
	單價(NTD/每顆)
	包裝種類
	單價(NTD/每顆)

	18 S/B
	400
	84 CLCC
	900

	24 S/B
	450
	100 CQFP
	900

	28 S/B
	500
	128 CQFP
	1300

	32 S/B
	550
	144 CQFP
	1500

	40 S/B
	600
	160 CQFP
	1700

	48 S/B
	650
	208 CQFP
	1900

	68 CLCC
	800
	
	


財團法人國家實驗研究院晶片系統設計中心

前瞻性晶片製作申請表(94年度) 
※ (同意  (不同意：申請書內容供審查委員攜走。

※ (同意  (不同意：申請書內容藉由CIC網頁公佈供下載參考用途。




    
※ 填寫此表格之前，請詳細閱讀「前瞻性晶片製作申請須知及說明(94年度)」   申請日期：    年    月    日
	 申
 請
 者
 資
 料
	申請單位：                         申請梯次：                      
 指導教授：                 E-mail :                                  

設計者：                          系所級：                          

 電話(與手機)：                                 傳真：               
 E-mail :                                                             
 註：1. 申請書須送請指導教授審閱，並簽章。
    2. 通知將以E-mail傳送，請務必填寫聯絡人的 E-mail。
	請蓋系所章：
指導教授簽章：


	 晶
 片
 資
 料
	 專題名稱：中文                                                                             
           英文                                                                             
計畫編號：                               計畫期間：                      領域別：          
計畫名稱：                                                                                 

 使用製程：( TSMC 0.13um 1P8M CMOS
           ( UMC 0.18um 1P6M CMOS((使用Cell-Based Design Kit(UMC/Artisan) 

( TSMC 0.18um 1P6M CMOS ((使用Cell-Based Design Kit(TSMC/Artisan)
           ( TSMC 0.35um 2P4M Mixed Signal  (使用Cell-Based Design Kit(TSMC/TSMC), (使用TSMC I/O pad, 
(使用CMOS MEMS(使用CIC的後製程)，(使用CMOS MEMS(後製程自行處理)
           ( TSMC 0.35um 3P3M SiGe BiCMOS
( GCT 2.0um HBT: ( 1mm x 1mm ( 1mm x 2mm ( 1.5mm x 1mm ( 1.5mm x 2mm ( 2mm x 1mm

                  ( 2mm x 2mm ( 2.5mm x 1mm ( 2.5mm x 2mm ( 3mm x 1mm ( 3mm x 2mm

( WIN 0.15um PHEMT: ( 1mm x 1mm ( 1mm x 2mm ( 1.5mm x 1mm ( 1.5mm x 2mm ( 2mm x 1mm

( 2mm x 2mm ( 2.5mm x 1mm ( 2.5mm x 2mm ( 3mm x 1mm ( 3mm x 2mm

設計電路所屬類別: ( Digital    ( Analog    ( RF    ( RF MEMS    ( Sensor MEMS

審查方式：(書面審  (免審  (參加複審會 

晶片面積：            x            (mm2)   單價：            元/(mm2)
 包裝：(需要，包裝種類/單價：        /          ；(不需要
 預估經費=[晶片面積x單價+ 8 x 包裝單價]：新台幣               (晶片及包裝的單價請參考計費標準)

	
	

	
	

	 送
 交
 資
 料

	請檢查資料是否送交齊全？(請務必注意下列項目，資料不齊者，將不受理申請案。)若於申請截止當日繳

送資料如技術資料/申請書電子檔/親送申請資料均須上班時間P.M.17:00前完成，逾期不予受理。

( 1.教授/學生已完成加入會員與製程資料申請及授權
( 2.技術資料:佈局檔檔名:               ，佈局驗證結果檔名:                (DRC,.LVS驗證結果檔)
      Tapeout Review Form檔名:              

( 3.申請書電子檔 檔名:               (Word-Format,檢查無電腦病毒)

( 4.技術資料與「申請書電子檔」均已ftp至CIC目錄/編號：                      
( 5.前瞻性晶片製作申請表(94年度)
( 6.智慧財產權切結書(94年度)
( 7.請至網址(http://www2.cic.org.tw/~shuttle/chipworks/)確認上傳資料正確與閉鎖目錄

( 8.所有下線者均需附DRC 之驗證結果,並至 http://www2.cic.org.tw/~shuttle/drc/ 確認是否為合理的假錯, 並遵守網頁相關規定 
( 9.確認無逾期缺交測試成果報告(設計者缺交任何一篇則不得再申請，教授累計教育性/前瞻性/測試元件

三篇則不得再次申請，可至CIC網站晶片製作網頁下查詢逾期缺交之指導教授或學生名單) 
註：以上5, 6項需要蓋系所章與指導教授簽名, 於申請截止前限時掛號郵寄(以郵戳為憑)或親送。
收件地址：新竹市科學園區展業一路26號7F 晶片中心/張惠禎小姐收，請於信封正面加註「前瞻性晶片
/梯次代號」(例：「前瞻性晶片/D35-94A」)字樣。

	 以下CIC填寫：

	 工
 程
 師
 意
 見
	


※右邊所有欄位請務必填寫，若有未填者，恕不接受申請














